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I. Цель работы

Ознакомиться с конструкцией полевых транзисторов с управляющим p-
n-переходом, их принципом действия, характеристиками и параметрами 
различных  транзисторов.  Исследовать  влияние  температуры  на 
характеристики и параметры полевых транзисторов с управляющим p-
n-переходом,  а  также  зависимость  параметров  от  режима  работы 
транзистора

II. Схема для исследования полевого транзистора

Рис. 1. Схема снятия характеристик полевого транзистора

III. Паспортные данные и схема расположения выводов 

исследуемого полевого транзистора

IV. Таблицы результатов экспериментальных измерений.

UЗИ = 0 В
UСИ В 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Т=20 С IС, мA 0 2,2 3,2 3,7 3,9 4 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2

Т=70 С IС, мA 0 1,8 2,7 3,1 3,3 3,4 3,5
5

3,6 3,6 3,6 3,6

UЗИ = 0,75 В Т=20 С IС, мA 0 1,3 1.8 2 2,1 2,2 2,2 2,2
2

2,3 2,3 2,4

Т=70 С IС, мA 0 1,1 1,5 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9
5

2 2 2

UЗИ = 1,5 В Т=20 С IС, мA 0 0,6 0,7 0,7
8

0,8 0,8 0,8 0,8
2

0,8
8

0,9 0,9

Т=70 С IС, мA 0 0,4
5

0,6 0,6
2

0,6
5

0,7 0,7 0,7
5

0,8 0,8 0,8

Таблица 1.



UСИ =12 В
UЗИ В 2,5 2,3 2,1 1,9 1,75 1,25 0,75 0,25 0

Т=20 С IС, мA 0 0,07 0,21 0,34 0,5 1,15 2 3,05 3,64

Т=70 С IС, мA 0 0,04 0,14 0,29 0,49 1,2 2,2 3,2 4,2

Таблица 2.

V. Расчет статических параметров исследованного полевого 

транзистора

1-Параметр S – крутизна

S = dIc/dUзи | Ucи = 5 В = (4 мА – 2,2 мА) / (0,75 В – 0 В) = 2,4 мА/В.

2-Параметр Ri – внутренние сопротивление транзистора в режиме 

насыщения

Ri = dUси / dIc | Uзи = 1,5 В = (9 В – 2 В) / (0,9 мА – 0,7 мА) = 35 кОм.

3-Коэффициент усиления: 

μ = S*Ri = 2,4 мА/В * 35 кОм = 84.

VI. Семейство  выходных  характеристик  исследованного 

полевого  транзистора  при  комнатной  и  повышенной 

температурах.
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VII. Семейство сток-затворных характеристик исследованного 

полевого  транзистора  с  обозначением  термостабильной 

точки (области)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Семейство сток-затворных характеристик 

UСИ (70*c) UСИ (20*c)

UЗИ В

IС
, м

A

VIII. Таблицу расчетных значений и график зависимости  S  = 

f(UЗИ) при напряжении стока UСИ = UСИ.НОМ.

Параметры S Ri μ Uотс

Размерность мА/В кОм - В

Паспортные значения

Расчетные значения 2,4 35 84 2,5

Таблица 3.

Термостабильная точка
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